
NPNエピタキシアル形シリコン RFトランジスタ

高周波低雑音増幅用

3ピン・パワー・ミニモールド

本文欄外の★印は，本版で改訂された主な箇所を示しています。�

本資料の内容は，予告なく変更することがありますので，最新のものであることをご確認の上ご使用ください。�

2SC3357
NPNシリコン RFトランジスタ

NPN Silicon RF Transistor

データ・シート
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Printed in Japan

注意　本製品は静電気の影響を受けやすいので，取り扱いに注意してください。�

 NEC Compound Semiconductor Devices 1986, 2003

特　　徴

○低雑音，高利得

　NF = 1.1 dB TYP., Ga = 7.5 dB TYP. @ VCE = 10 V, IC = 7 mA, f = 1 GHz

　NF = 1.8 dB TYP., Ga = 9.0 dB TYP. @ VCE = 10 V, IC = 40 mA, f = 1 GHz

○高電力利得：MAG = 10 dB TYP. @ IC = 40 mA, f = 1 GHz

○Ptotが大きい：Ptot = 1.2 W (16 cm2 × 0.7 mm (t) のセラミック基板実装時)

○小型パッケージ：3ピン・パワー・ミニモールド・パッケージ

オーダ情報

オーダ名称 包装個数 包装形態

2SC3357 25個（バラ品） ・12 mm幅エンボス式テーピング

2SC3357-T1 1 k個/リール ・コレクタが送り穴方向

備考 評価用サンプルのオーダについては，販売員にお問い合わせください。

25個単位で対応いたします。

絶対最大定格（TA = ＋25°°°°C）

項　　目 略　号 定　　格 単　位

コレクタ・ベース間電圧 VCBO 20 V

コレクタ・エミッタ間電圧 VCEO 12 V

エミッタ・ベース間電圧 VEBO 3.0 V

コレクタ電流 IC 100 mA

全損失 Ptot
注

1.2 W

ジャンクション温度 Tj 150 °C

保存温度 Tstg －65～＋150 °C

注 16 cm2 × 0.7 mm (t) のセラミック基板実装時
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熱 抵 抗

項　　目 略　号 値 単　位

接合部から周囲までの熱抵抗 Rth (j-a)
 注

62.5 °C/W

注 16 cm2 × 0.7 mm (t) のセラミック基板実装時

電気的特性（TA = ＋25°°°°C）

項　　目 略　号 条　　件 MIN. TYP. MAX. 単　位

DC特性

コレクタしゃ断電流 ICBO VCB = 10 V, IE = 0 mA – – 1.0 µA

エミッタしゃ断電流 IEBO VEB = 1.0 V, IC = 0 mA – – 1.0 µA

直流電流増幅率 hFE
注 1

VCE = 10 V, IC = 20 mA 50 120 250 –

RF特性

利得帯域幅積 fT VCE = 10 V, IC = 20 mA – 6.5 – GHz

順方向伝達利得 S21e2 VCE = 10 V, IC = 20 mA, f = 1 GHz – 9.0 – dB

雑音指数（1） NF VCE = 10 V, IC = 7 mA, f = 1 GHz – 1.1 – dB

雑音指数（2） NF VCE = 10 V, IC = 40 mA, f = 1 GHz – 1.8 3.0 dB

帰還容量 Cre
注 2

VCB = 10 V, IE = 0 mA, f = 1 MHz – 0.65 1.0 pF

注 1. パルス測定：PW ≤ 350 µs，Duty Cycle ≤ 2%

2. 3端子ブリッジにて測定し，エミッタおよびケース端子はブリッジのガード端子に接続する

hFE規格区分

規格区分 RH RF RE

捺　印 RH RF RE

hFE値 50～100 80～160 125～250
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特性曲線（特に指定のないかぎり TA = ＋25°°°°C）
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セラミック基板
16 cm2 × 0.7 mm (t)

自然放置  Rth (j-a) 312.5˚C/W
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備考 グラフ中の値は参考値を示します。

Sパラメータ

�Sパラメータ/ノイズ・パラメータは当社Webサイトにて，シミュレータに直接インポートできるS2Pデータ形式

で提供しております。�

�[RF&マイクロ波] ® [デバイスパラメータ]のページからダウンロードして，ご利用ください。

URL   http://www.csd-nec.com/index_j.html
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スミス・チャート

S21e-FREQUENCY
CONDITION : VCE = 10 V, IC = 20 mA
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S12e-FREQUENCY
CONDITION : VCE = 10 V, IC = 20 mA
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S11e, S22e-FREQUENCY
CONDITION : VCE = 10 V
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外 形 図

3ピン・パワー・ミニモールド（単位：mm）
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E : エミッタ
C : コレクタ (フィン)
B : ベース�

(IEC : SOT-89)

電極接続�



営業に関する問い合わせ先�
営業本部　事業推進グループ�T E L：03-3798-6372

E-mail：salesinfo@csd-nec.com
F A X：03-3798-6783

技術に関する問い合わせ先�
営業本部　販売技術グループ�E-mail：techinfo@csd-nec.com

F A X：044-435-1918

NEC化合物デバイス株式会社  http://www.csd-nec.com/index_j.html

0110
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�
　本資料の内容は予告なく変更することがありますので，最新のものであることをご確認の上ご使用くだ

さい。�

　文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。�
　本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して，当社は当社もしくは第三
者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に
起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合，当社はその責を負うものではありませんの
でご了承ください。�

　本資料に記載された回路，ソフトウエア，及びこれらに付随する情報は，半導体製品の動作例，応用例
を説明するためのものです。従って，これら回路・ソフトウエア・情報をお客様の機器に使用される場
合には，お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三
者の損害に対して，当社は一切その責を負いません。�
　当社は品質，信頼性の向上に努めていますが，半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体
製品の故障により結果として，人身事故，火災事故，社会的な損害等を生じさせない冗長設計，延焼対
策設計，誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。�
　当社は，当社製品の品質水準を「標準水準」，「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定
して頂く「特定水準」に分類しております。また，各品質水準は以下に示す用途に製品が使われること
を意図しておりますので，当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。�
　　標準水準：コンピュータ，OA機器，通信機器，計測機器，AV機器，家電，工作機械，パーソナル機�

器，産業用ロボット�
　　特別水準：輸送機器（自動車，列車，船舶等），交通用信号機器，防災／防犯装置，各種安全装置，

生命維持を直接の目的としない医療機器�
　　特定水準：航空機器，航空宇宙機器，海底中継機器，原子力制御システム，生命維持のための医療機�

器，生命維持のための装置またはシステム等�
　当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で，特に品質水準の表示がない場合は標準水準製
品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は，必
ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。�
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